
Fig. 1 Result of reciprocal space mapping 

around the (301) (left) and (310) (right) 

diffraction for the Ti0.4V0.6O2/TiO2 (100) films. 
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最近ルチル型TiO2-VO2系でスピノーダル分解が起こることが報告された[1,2]。スピノーダル分解

とは相分離の一種であり、その分離過程において周期的な濃度揺らぎが自発的に起こる点に特徴

がある。TiO2-VO2系では、この分解がc 軸方向のみに起こり、その結果Ti-richとV-rich相がナノス

ケールで交互に積層したラメラ構造ができる。この相分離をエピタキシャル成長膜で起こすこと

が出来れば、基板方位を選定することで、水平型多層膜や垂直型多層膜を自発的に創り出せる。

特に後者では膜内に高密度な界面が得られるため、デバイスへの応用に期待がもたれる。 

TiO2-VO2系における垂直型多層膜については、わずか一例だが報告がある[3]。TiO2 (100)基板上

に作製した固溶体膜をアニールすることにより、基板表面に対して垂直に20nm周期のラメラ構造

を持つ垂直型多層膜が得られている。興味深いのは格子歪みの結果である。膜面内にあるbとc軸

長のうちc 軸長のみ格子歪が緩和している様子が示されている。我々は、この面内c 軸長の歪緩

和がスピノーダル分解の発生および垂直型多層膜の作製に重要な要素であると考えた。そこで本

研究では、c 軸歪みがスピノーダル分解の発現に与える影響について調べた。 

本実験では、Ti0.4V0.6O2 薄膜をTiO2 (100) 基板上にパルスレーザー堆積法を用いて作製した。膜

と基板の面内の格子ミスマッチはc 

軸1.2%、b 軸0.8%である。その値はc 

軸方向に大きい。我々は成膜条件を

調整することによってb 軸を歪ませ

たままc 軸の歪みの程度を調整した

膜を作製することに成功した(Fig. 1)。 

講演では、TiO2-VO2系エピタキシ

ャル成長膜におけるスピノーダル分

解の発現とc 軸方向の格子歪を関連

付けて議論する予定である。 
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